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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine lonenquelle mit einer Mehrzahl von
einem Transport wenigstens eines Emissionsstoffs dienenden, insbesondere nadelférmigen
Elementen, welche in einer gemeinsamen Halterung angeordnet sind und an welche eine
Spannung anlegbar ist, wobei in Abstand von Austrittsenden der Elemente wenigstens eine
Gegenelektrode zur Ausbildung eines elektrischen Felds zwischen den gemeinsam mit der
Halterung eine Elektrode bildenden Elementen und der Gegenelektrode fiir eine Beschleuni-
gung der durch die Elemente emittierten lonen des Emissionsstoffs vorgesehen ist, wobei die
Halterung eine die Mehrzahl von nadelférmigen Elementen umgebende, insbesondere ringfér-
mige Erhebung aufweist, an welche die an die Elemente angelegte Spannung angelegt ist.

[0002] Eine derartige lonenquelle wird beispielsweise als Antrieb einer Raumsonde oder eines
Satelliten eingesetzt bzw. dient allgemein als Emitter, bei welchem bei Anlegen einer Spannung
zwischen den einem Transport bzw. einem Ausbringen eines Emissionsstoffs dienenden insbe-
sondere nadelférmigen Elementen und einer Gegenelektrode der Emissionsstoff, d.h. lonen,
emittiert werden, wie dies schematisch in Fig. 1 fir eine lonenquelle gemaB dem Stand der
Technik dargestellt ist. Eine derartige Ausflihrung einer lonenquelle ist beispielsweise der FR 2
912 836 A1 zu entnehmen.

[0003] Bei dieser bekannten Ausfihrungsform ist ein nadelférmiges Element 100 vorgesehen,
welches mit einem Vorratsbehdlter 101 zur Aufnahme des auszubringenden Emissionsstoffs
bzw. Materials verbunden ist, wobei bei der Ausfiihrungsform gemanB Fig. 1 fir ein Verflissigen
des zu emittierenden Stoffs bzw. Materials schematisch eine Heizvorrichtung 102 angedeutet
ist. Durch ein Anlegen einer vergleichsweise hohen Spannung zwischen dem eine Elektrode
bildenden Element 100, wobei zuséatzlich eine Halterung 103 hieflir angedeutet ist, und einer
Gegenelekirode 104, welche eine Durchtrittséffnung 105 aufweist, wird ein Ausbringen von
Material ermdglicht, wie dies durch 106 angedeutet ist. Eine Spannungsquelle, welche bei-
spielsweise eine Spannung von hdchstens 10 kV zur Verfligung stellt, ist mit 107 bezeichnet.
Durch ein Ausbringen des Materials unter dem angelegten hohen elektrischen Feld wird eine
Kraft erzeugt, welche beispielsweise zum Antrieb einer mit einer derartigen lonenquelle ausge-
statteten Einrichtung, beispielsweise einem Satelliten oder einer Raumsonde herangezogen
werden kann.

[0004] Eine lonenquelle der eingangs genannten Art mit einer Mehrzahl von nadelférmigen
Elementen ist beispielsweise der US 3 122 882 A zu entnehmen, wobei insbesondere auf eine
Steuerung beispielsweise eines mit einer derartigen lonenquelle ausgeristeten Satelliten abge-
zielt wird.

[0005] Eine weitere Ausbildung einer lonenquelle mit einer Mehrzahl von nadelférmigen Ele-
menten ist beispielsweise der US 2010/0251690 A1 zu entnehmen.

[0006] Bei Vorsehen einer Mehrzahl von insbesondere nadelférmigen Elementen zum Ausbrin-
gen des zu emittierenden Stoffs bzw. Materials ist es beispielsweise darliber hinaus bekannt,
eine Gegenelektrode vorzusehen, welche gitterartig ausgebildet ist oder eine Mehrzahl von
Durchtrittséffnungen, insbesondere entsprechend der Anzahl und Positionierung der nadelfér-
migen Elemente aufweist, um einen eine entsprechend gréBere raumliche Ausbreitung
und/oder groéBere Stromstérke aufweisenden lonenstrahl zu erzeugen. Es ist unmittelbar ein-
sichtig, dass beispielsweise bei Verwendung einer gitterférmigen oder eine Mehrzahl von
Durchtrittséffnungen aufweisenden Gegenelektrode insbesondere das Material der Gegenelekt-
rode nicht sinnvoll vor dem auszubringenden Material geschutzt werden kann.

[0007] Weiters ist bei bekannten Ausbildungen sowohl mit lediglich einem im Wesentlichen
nadelférmigen Element als auch mit einer Vielzahl derselben oftmals nachteilig, dass durch die
Anordnung sowohl des ausbringenden Elements als auch der Gegenelektrode ein nicht gleich-
maBiges elektrisches Feld existiert, so dass eine gezielte Ausbringung des zu emittierenden
Materials insbesondere unter Schonung der Gegenelektrode nicht bzw. nicht ohne Weiteres zur
Verfligung gestellt werden kann.
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[0008] Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab, eine lonenquelle der eingangs genann-
ten Art dahingehend weiterzubilden, dass die oben genannten Nachteile vermieden werden und
insbesondere eine lonenquelle zur Verfligung gestellt wird, bei welcher die Mehrzahl von insbe-
sondere nadelférmigen Elementen jeweils im Wesentlichen dieselbe elektrische Feldstérke
wahrnimmt, um derart einen gleichméaBigen und gerichteten Strahl des auszubringenden Stoffs
bzw. Materials bereitstellen zu kénnen.

[0009] Zur Lésung dieser Aufgaben ist die erfindungsgeméaBe lonenquelle im Wesentlichen
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenelekirode die Halterung sowie die nadelférmigen
Elemente in an sich bekannter Weise in Abstand umgibt und entsprechend der Positionierung
derselben mit einer Durchtrittséffnung ausgebildet ist, welche zumindest der AuBenabmessung
der Erhebung der Halterung entspricht, und dass die Erhebung an ihrer zu einem Inneren der
Halterung gewandten Seite mit einem abgesetzten und insbesondere zu einer Abstltzflache der
nadelférmigen Elemente im Wesentlichen parallelen Bereich ausgebildet ist. Da die Halterung
eine insbesondere ringférmige Erhebung aufweist, welche die Mehrzahl von nadelférmigen
Elementen umgibt, wobei neben den nadelférmigen Elementen und der Halterung auch an die
insbesondere ringférmige Erhebung die Spannung unter Ausbildung der Elektrode angelegt ist,
wird ermdglicht, dass die ein Feld bzw. Array bildenden Elektroden jeweils einem elektrischen
Feld ausgesetzt sind, welches Uber die Erstreckung der flachigen Anordnung der insbesondere
nadelférmigen Elemente eine gleiche bzw. gleichmaBige Starke aufweist. Unter Vorsehen eines
derartigen gleichméBigen elekirischen Felds fir die Vielzahl von insbesondere nadelférmigen
Elementen sowie durch Anordnung bzw. Ausbildung der Durchtrittsé6ffnung der Gegenelektrode
mit einer zumindest die Abmessung der Erhebung entsprechenden Abmessung der Durchtritts-
6ffnung wird sichergestellt, dass ein gerichteter und einheitlicher Strahl des zu emittierenden
Stoffs bzw. Materials von der Mehrzahl der nadelférmigen Elemente ausgetragen wird und
somit ein gerichteter Antrieb zur Verfigung gestellt werden kann. Durch die gleichméaBige Ver-
teilung der elekirischen Feldstarke ist der lonenemissionsstrom flr jedes nadelférmige Element
innerhalb der flachigen Anordnung der Vielzahl von Elementen gleich bzw. vereinheitlicht, wo-
bei dies im Zusammenhang mit der Positionierung und Dimensionierung der Durchtrittséffnung
der Gegenelektrode einen langfristigen effizienten Betrieb der erfindungsgeméaBen lonenquelle
erméglicht. Durch die gleichmaBige Verteilung der elekirischen Feldstérke wird dementspre-
chend eine Fokussierung der entstehenden lonenstrahlen entlang der durch die Anordnung der
Mehrzahl von nadelférmigen Elementen als auch der Durchtrittsdffnung der Gegenelektrode
definierten Achse bzw. bevorzugten Ausbringrichtung des zu emittierenden Materials zur Verf(-
gung gestellt, so dass derart ein gerichteter Antriecb ermdglicht wird. Es wird somit eine Streu-
ung der geladenen Teilchen nach deren Ausbringen aus den insbesondere nadelférmigen
Elementen verringert, so dass von der bevorzugten Ausbringrichtung bzw. Schub- oder An-
triebsrichtung abweichende Komponenten abgeschwéacht werden, so dass auch weitere Ele-
mente der erfindungsgemafBen lonenquelle und insbesondere die Gegenelekirode entspre-
chend geschitzt werden kénnen. Um insbesondere liber einen entsprechend grdBeren Bereich
bzw. eine gréBere Flache, welche von der Mehrzahl der insbesondere nadelférmigen Elemente
Uberdeckt wird, ein gleichmaBiges elektrisches bzw. elektromagnetisches Feld mit im Wesentli-
chen parallel zu der durch die Austrittséffnungen der nadelférmigen Elemente gebildeten Ebene
verlaufenden Aquipotentiallinien des elektrischen Felds zur Verfligung zu stellen, wird erfin-
dungsgeman dartber hinaus vorgeschlagen, dass die Erhebung an ihrer zu einem Inneren der
Halterung gewandten Seite mit einem abgesetzten und insbesondere zu einer Abstltzflache der
nadelférmigen Elemente im Wesentlichen parallelen Bereich ausgebildet ist.

[0010] Fir eine besonders einfache und zuverlassige Bereitstellung und insbesondere zur
Vermeidung von Verlusten bei Ausbildung des elektrischen Felds wird gemaRB einer bevorzug-
ten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dass die Erhebung in an sich bekannter Weise im We-
sentlichen einstiickig mit der Halterung fir die Elemente ausgebildet ist.

[0011] GemaRB einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform wird vorgeschlagen, dass der abge-
setzte Bereich eine Héhe aufweist, welche im Wesentlichen gleich der Héhe bzw. Lange der auf
der Halterung angeordneten nadelférmigen Elemente ist.
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[0012] Zur Bereitstellung eines kontinuierlichen Aquipotentiallinienverlaufs insbesondere unter
Berticksichtigung der Ublicherweise hohen angelegten Spannungen wird dariiber hinaus vorge-
schlagen, dass die Erhebung eine Dicke aufweist, welche etwa 5 und 30 %, insbesondere etwa
10 bis 25 % der AuBenabmessungen der Erhebung betragt, wie dies einer weiters bevorzugten
Ausfihrungsform der erfindungsgemaBen lonenquelle entspricht.

[0013] Zur weiteren Unterstiitzung eines gleichmaBig verlaufenden Aquipotentiallinienverlaufs
wird dartber hinaus bevorzugt vorgeschlagen, dass die Erhebung an ihrem von der Ebene der
Halterung vorragenden Ende in an sich bekannter Weise abgerundet ausgebildet ist. Unter
Bericksichtigung der Ublicherweise geringe Abmessungen aufweisenden nadelférmigen Ele-
mente und der anzulegenden hohen Spannungen wird dariiber hinaus bevorzugt vorgeschla-
gen, dass die abgerundete Oberflache der Erhebung in an sich bekannter Weise einen Radius
von etwa 10 bis 30 % der AuBenabmessungen der Erhebung aufweist.

[0014] Um eine Vermeidung bzw. Verringerung von Beschadigungen an der Gegenelektrode,
wie dies durch den gerichteten Strahl des auszubringenden Materials unterstiitzt wird, weiter zu
begtinstigen, wird gemaB einer weiters bevorzugten Ausfliihrungsform vorgeschlagen, dass der
Durchmesser der Durchtrittsdffnung der Gegenelektrode bei im Wesentlichen kreisférmiger
Anordnung der nadelférmigen Elemente und einer ringférmigen Ausbildung der Erhebung die
AuBenabmessungen der Erhebung um wenigstens 25 %, insbesondere etwa 50 % Ubersteigt.

[0015] Im Zusammenhang mit einem derartigen Schutz der Gegenelektrode wird darliber hin-
aus vorgeschlagen, dass der Abstand der Durchtrittséffnung der Gegenelektrode von den na-
delférmigen Elementen wenigstens 50 %, insbesondere wenigstens 75 % der AuBenabmes-
sungen der Erhebung betragt, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfliihrungsform der erfin-
dungsgemanBen lonenquelle entspricht.

[0016] Die erfindungsgemaBe Ausbildung der lonenquelle durch Vorsehen einer die Mehrzahl
von nadelférmigen Elementen umgebenden insbesondere ringférmigen Erhebung zur Bereit-
stellung eines gleichméaBigen elektrischen Felds mit den dadurch erzielbaren Vorteilen bei
einem Ausbringen des zu emittierenden Stoffs bzw. Materials, wie dies oben ausfihrlich erdrtert
wurde, flhrt jedoch dazu, dass Elekironen auBerhalb der lonenquelle eine durch die Gegen-
elektrode, welche mit einer entsprechend groBen Durchtrittséffnung versehen ist, gegebenen-
falls nicht vollstandig abgeschirmte vergleichsweise hohe Spannung der insbesondere nadel-
férmigen Elemente sehen bzw. erkennen, so dass diese Elekironen gegebenenfalls mit hoher
Energie auf die nadelférmigen Elemente auftreffen, wodurch ein Aufheizen derselben bewirkt
wird. Um ein derartiges Auftreffen von auBerhalb der lonenquelle und insbesondere auBerhalb
der Gegenelekirode befindlichen Elektronen auf die insbesondere nadelférmigen Elemente zu
vermeiden, wird gemanB einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dass auf
der von der Halterung und den nadelférmigen Elementen abgewandten Oberflache der Gegen-
elektrode im Wesentlichen symmetrisch um die Durchtrittséffnung eine Mehrzahl von magneti-
schen Ablenkeinrichtungen, insbesondere Permanentmagneten vorgesehen ist. Derart werden
auBerhalb der Gegenelektrode befindliche Elektronen eingefangen und insbesondere an einem
Durchtritt durch die Durchtrittséffnung der Gegenelektrode in Richtung zu den nadelférmigen
Elementen gehindert.

[0017] In diesem Zusammenhang wird gemalB einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform
vorgeschlagen, dass die Orientierung der magnetischen Ablenkeinrichtungen, insbesondere
Permanentmagnete, im Bereich der Durchtrittséffnung der Gegenelektrode zur Ausbildung von
Bereichen mit wenigstens teilweise in sich geschlossenen Magnetfeldlinien gewahlt ist. Derart
gelingt es, auBerhalb der Gegenelektrode befindliche Elektronen in derart in sich geschlosse-
nen Magnetfeldlinien einzufangen und abzubremsen, so dass diese auf die Gegenelektrode auf
der von den insbesondere nadelférmigen Elementen abgewandten Oberflache auftreffen und
von dieser absorbiert werden, ohne durch die Durchtrittséffnung der Gegenelektrode in Rich-
tung zu den nadelférmigen Elementen eintreten zu kénnen und bei einem Auftreffen auf diesel-
ben diese aufzuheizen.

3/10



> gsterreichisches AT 512 617 B1 2016-04-15
V patentamt

[0018] Wahrend bekannte Ausbildungen von lonenquellen, wie dies beispielsweise in Fig. 1
dargestellt ist, beispielsweise mit Spannungen von héchstens 10 kV betrieben werden, wird es
durch die erfindungsgemafB vorgesehene Anordnung einer die Mehrzahl von nadelférmigen
Elementen umgebenden ringférmigen Erhebung sowie die entsprechende Positionierung oder
Anordnung der Durchtrittséffnung der Gegenelektrode unter Ausbildung eines gleichmaBigen
Feldlinienverlaufs méglich, entsprechend hdhere Spannungen einzusetzen, um derart hdhere
AusstoBgeschwindigkeiten des zu emittierenden Stoffs bzw. Materials und derart héhere An-
triebskrafte zur Verfligung zu stellen. Erfindungsgeman wird in diesem Zusammenhang bevor-
zugt vorgeschlagen, dass die an die Halterung und die Elemente sowie die Erhebung angelegte
Spannung in an sich bekannter Weise wenigstens 20 kV, insbesondere wenigstens 100 kV
betragt. Derart wird es beispielsweise mdglich, AusstoBgeschwindigkeiten der lonen zur Verfi-
gung zu stellen, welche um einen Faktor 10 Uber konventionellen lonenquellen liegen, wie dies
beispielsweise in Fig. 1 angedeutet ist. Bei Vorsehen einer Spannung von einigen Megavolt
wird es méglich, einen spezifischen Impuls von tber 100.000 s zur Verfligung zu stellen, wobei
derart vorhandener Treibstoff bzw. zu emittierendes Material sehr effizient genutzt werden kann.

[0019] In diesem Zusammenhang wird erfindungsgemaf vorgeschlagen, eine erfindungsgema-
Be lonenquelle als Antrieb flir eine Raumsonde, einen Satelliten oder dgl. zu verwenden. Durch
eine entsprechend effiziente Nutzung des Emissionsstoffs bzw. Treibstoffs gelingt eine zuver-
lassige Versorgung einer derartigen Raumsonde bzw. eines derartigen Satelliten (ber groBe
Zeitrdume unter Einsatz einer vergleichsweise geringen Menge des fiir einen Antrieb vorzuse-
henden und durch die lonenquelle zu emittierenden Materials.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schematisch
dargestellten Ausfiihrungsbeispielen naher erldutert. In dieser zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer lonenquelle gemaB dem Stand der
Technik;

[0022] Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht einer Ausfiihrungsform einer erfin-
dungsgemaBen lonenquelle, wobei das Detail der Anordnung der Mehrzahl
von insbesondere nadelférmigen Elementen in vergréBertem MaBstab in Fig.
2a dargestellt ist;

[0023] Fig. 3 in vergréBertem Mafstab eine schematische Darstellung der Anordnung der
Mehrzahl von insbesondere nadelférmigen Elementen sowie der Halterung
und der die Elemente umgebenen Erhebung als auch der Anordnung und Po-
sitionierung der Gegenelekirode entsprechend der Ausbildung von Fig. 2, wo-
bei ergdnzend Aquipotentiallinien des durch die erfindungsgemaBe Ausbil-
dung ausgebildeten elektrischen Felds angedeutet sind; und

[0024] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf die Durchtrittséffnung der Gegenelekirode,
wobei zusétzliche magnetische Ablenkeinrichtungen im Bereich der Durch-
tritts6ffnung angedeutet sind.

[0025] In Fig. 2 ist allgemein mit 1 eine lonenquelle bezeichnet, wobei insbesondere aus Fig.
2a in groBerem MaBstab deutlich ersichtlich ist, dass eine Mehrzahl von insbesondere nadel-
férmigen Elementen 2 in einem Array bzw. Bereich angeordnet ist, wobei die nadelférmigen
Elemente 2 von einer insbesondere ringférmigen Erhebung 3 umgeben werden.

[0026] Wie dies insbesondere aus Fig. 3 deutlich ersichtlich werden wird, wird an die nadelfér-
migen Elemente 2 sowie die ringférmige Erhebung 3 eine Spannung unter Ausbildung einer
Elektrode angelegt, wobei in Fig. 2 eine Gegenelektrode 4 gezeigt ist, welche entsprechend der
Anordnung und Positionierung der nadelférmigen Elemente 2 eine Durchtrittséffnung 5 auf-
weist, durch welche &hnlich wie bei der Darstellung gemas Fig. 1 des bekannten Standes der
Technik das durch die nadelférmigen Elemente 2 auszubringende Material zur Bereitstellung
eines Antriebs eines beispielsweise mit der lonenquelle 1 ausgeriisteten Satelliten ausgestoBen
wird.
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[0027] Die lonenquelle 1 umfasst ein allgemein mit 6 bezeichnetes Geh&use, wobei weitere
Details desselben flr die vorliegende Erfindung nicht wesentlich sind und somit nicht ndher
erdrtert werden.

[0028] Aus der schematischen Darstellung in vergréBertem MaBstab der Fig. 3 ist ersichtlich,
dass die Vielzahl von insbesondere nadelférmigen Elementen 2 von einer Halterung 7 getragen
ist, wobei die ringférmige Erhebung 3 im Wesentlichen einstiickig mit der Halterung 7 ausgebil-
det ist, deren Kontur, wie dies nachfolgend noch naher ausgefihrt werden wird, durch eine
dicke Linie in Fig. 3 angedeutet ist. Die im Wesentlichen ringférmige Erhebung 3 ist zur einfa-
cheren Herstellung sowie zur entsprechend einfachen und zuverlassigen Anlegung der erfor-
derlichen hohen Spannung von beispielsweise 100 kV oder mehr einstlickig mit der Halterung 7
ausgebildet. Eine Versorgung sowohl der durch die Halterung 7, die nadelférmigen Elemente 2
sowie die Erhebung 3 gebildeten Elektrode als auch der Gegenelekirode 4 ist in Fig. 3 nicht
naher dargestellt ist, da sie an sich bekannt ist.

[0029] Ebenso ist in Fig. 3 der Vorrat an durch die insbesondere nadelférmigen Elemente 2
auszubringendem Material lediglich schematisch durch einen Behalter 8 angedeutet, wobei das
in dem Behélter 8 enthaltene Material beispielsweise ebenso wie bei der Ausflihrungsform
geman Fig. 1 entsprechend erwadrmt bzw. erhitzt wird.

[0030] Aus Fig. 3 ist darliber hinaus ersichtlich, dass die im Wesentlichen ringférmige Erhebung
3 mit einem abgerundeten Bereich 9 ausgebildet ist, wobei die Kontur der Erhebung 3 zur Ver-
deutlichung mit einer verstarkien Umfangslinie dargestellt ist.

[0031] Dariiber hinaus ist gezeigt, dass die Erhebung 3 in Richtung zu den insbesondere nadel-
féormigen Elementen 2 mit einem abgesetzten Bereich bzw. einer Schulter 10 ausgebildet ist,
deren bzw. dessen Hohe im Wesentlichen der von der Halterung 7 vorragenden Hdhe der
Elemente 2 entspricht.

[0032] Durch die spezielle Formgebung der Erhebung 3 wird es méglich, dass von der Vielzahl
von nebeneinander und beispielsweise ebenfalls kreisférmig angeordneten Elementen 2 trotz
deren raumlicher Erstreckung ein gleichméaBiges bzw. gleichférmiges und im Wesentlichen zu
der Halterung 7 parallele Aquipotentiallinien aufweisendes elektrisches bzw. elekiromagneti-
sches Feld wahrgenommen wird. Derart kann von den Elementen 2 auszubringendes Material
im Wesentlichen gebiindelt bzw. fokussiert in einem im Wesentlichen parallelen Strahl ausge-
bracht werden.

[0033] Die spezielle Formgebung bzw. Ausbildung der Aquipotentiallinien, wie sie in Fig. 3
angedeutet sind, wird dariber hinaus durch die Positionierung und Anordnung der Durchtritts-
6ffnung 5 der Gegenelektrode 4 unterstiitzt, wobei aufgrund der Tatsache, dass die Abmessun-
gen der Durchtrittsdffnung 5 mindestens den Abmessungen der Erhebung 3 entsprechen, si-
chergestellt wird, dass selbst Randbereiche der Durchtrittséffnung 5 nicht durch den von den
Elementen 2 abgegebenen Materialstrom getroffen bzw. beaufschlagt werden.

[0034] Die AuBenkontur dieses von der Vielzahl von nadelférmigen Elementen 2 abgegebenen
Materialstrahls ist durch eine strichlierte Linie 11 in Fig. 3 angedeutet.

[0035] In Fig. 3 ist gezeigt, dass zur Erzielung der gleichmaBigen Feldstarke die Dicke d des im
Wesentlichen bogenférmigen Bereichs 9 etwa 20 bis 25 % der mit R bezeichneten AufBenab-
messung der Erhebung 3 betragt.

[0036] Weiters ist in Fig. 3 angedeutet, dass der Abstand der Durchtrittséffnung 5 von den
nadelférmigen Elementen 2 etwa 75 % der AuBenabmessung R der Erhebung 3 betragt. Er-
ganzend ist aus Fig. 3 ersichtlich, dass der Durchmesser D der Durchtrittsdffnung 5 der Gegen-
elektrode etwa 150 % der AuBenabmessung R der Erhebung 3 entspricht.

[0037] Durch eine derartige Wahl der Verhélinisse zwischen den einzelnen Abmessungen wird
das in Fig. 3 dargestellte optimierte elektrische Feld mit Aquipotentiallinien zur Verfiilgung ge-
stellt, welche insbesondere im Bereich (ber den insbesondere nadelférmigen Elementen 2
gleichmaBig verlaufen, wie dies durch die parallele Anordnung der Aquipotentiallinien sowie
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deren Parallelitdt zur Oberflache der Halterung 7 bzw. den Austrittséffnungen der Elemente 2
angedeutet ist.

[0038] Anstelle der in Fig. 3 getrennten Ausbildung des bogenférmigen Bereichs 9 sowie des
abgesetzten Bereichs bzw. der Schulter 10 kann eine verlaufende Struktur der einzelnen Teil-
bereiche der Erhebung 3 vorgesehen sein.

[0039] Aus der Darstellung gemaRB Fig. 4 ist ersichtlich, dass an der AuBenseite der Gegen-
elektrode 4 und insbesondere symmetrisch um die Durchtrittséffnung 5 derselben verteilt eine
Mehrzahl von magnetischen Ablenkeinrichtungen, insbesondere eine Mehrzahl von mit 12
bezeichneten Permanentmagneten vorgesehen ist. Die Ausrichtung bzw. Anordnung dieser
Permanentmagnete 12 wird beispielsweise derart gewéhlt, dass im Wesentlichen in sich ge-
schlossene Feldlinien 13 erzeugt werden, wobei derartige in sich geschlossene magnetische
Feldlinien 13 bewirken, dass auBerhalb der Gegenelektrode 4 befindliche Elektronen eingefan-
gen und abgebremst werden, so dass insbesondere ein Durchtritt derselben in Richtung zu den
Elementen 2 verhindert wird, wodurch ein Aufheizen dieser Elemente 2 vermieden werden
kann.

[0040] Die magnetischen Ablenkeinrichtungen bzw. Permanentmagnete 12 sind in den Darstel-
lungen gemaB Fig. 2 und 3 zur Vereinfachung dieser Darstellungen nicht gezeigt.

[0041] Anstelle der in Fig. 4 gezeigten speziellen Anordnung einer Vielzahl von Permanent-
magneten 12 kénnen andere Ausbildungen bzw. Anordnungen von magnetischen Ablenkein-
richtungen vorgesehen sein, welche einen Durchtritt von auBerhalb der Gegenelektrode 4 be-
findlichen Elektronen in Richtung zu den Elementen 2 verhindern.
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Patentanspriiche

1. lonenquelle mit einer Mehrzahl von einem Transport wenigstens eines Emissionsstoffs
dienenden, insbesondere nadelférmigen Elementen, welche in einer gemeinsamen Halte-
rung angeordnet sind und an welche eine Spannung anlegbar ist, wobei in Abstand von
Austrittsenden der Elemente wenigstens eine Gegenelektrode zur Ausbildung eines
elektrischen Felds zwischen den gemeinsam mit der Halterung eine Elekirode bildenden
Elementen und der Gegenelekirode fiir eine Beschleunigung der durch die Elemente emit-
tierten lonen des Emissionsstoffs vorgesehen ist, wobei die Halterung eine die Mehrzahl
von nadelférmigen Elementen umgebende, insbesondere ringférmige Erhebung aufweist,
an welche die an die Elemente angelegte Spannung angelegt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gegenelektrode (4) die Halterung (7) sowie die nadelférmigen Elemente (2)
in an sich bekannter Weise in Abstand umgibt und entsprechend der Positionierung der-
selben mit einer Durchtritts6ffnung (5) ausgebildet ist, welche zumindest der AuBenabmes-
sung (R) der Erhebung (3) der Halterung (7) entspricht, und dass die Erhebung (3) an ihrer
zu einem Inneren der Halterung (7) gewandten Seite mit einem abgesetzten und insbeson-
dere zu einer Abstitzflache der nadelférmigen Elemente (2) im Wesentlichen parallelen
Bereich (10) ausgebildet ist.

2. lonenquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (3) in an sich
bekannter Weise im Wesentlichen einstickig mit der Halterung (7) fur die Elemente (2)
ausgebildet ist.

3. lonenquelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der abgesetzte
Bereich (10) eine Hohe aufweist, welche im Wesentlichen gleich der Héhe bzw. Lange der
auf der Halterung (7) angeordneten nadelférmigen Elemente (2) ist.

4. lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhe-
bung (3) eine Dicke aufweist, welche etwa 5 und 30 %, insbesondere etwa 10 bis 25 % der
AuBenabmessungen (R) der Erhebung (3) betragt.

5. lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhe-
bung (3) an ihrem von der Ebene der Halterung (7) vorragenden Ende (9) in an sich be-
kannter Weise abgerundet ausgebildet ist.

6. lonenquelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die abgerundete Oberfla-
che (9) der Erhebung (3) in an sich bekannter Weise einen Radius von etwa 10 bis 30 %
der AuBenabmessungen (R) der Erhebung (3) aufweist.

7. lonenquelle nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Durchmesser der Durchtrittséffnung (5) der Gegenelektrode (4) bei im Wesentlichen kreis-
férmiger Anordnung der nadelférmigen Elemente (2) und einer ringférmigen Ausbildung der
Erhebung (3) die AuBenabmessungen (R) der Erhebung (3) um wenigstens 25 %, insbe-
sondere etwa 50 % Ubersteigt.

8. lonenquelle nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand der Durchtrittséffnung (5) der Gegenelektrode (4) von den nadelférmigen Elementen
(2) wenigstens 50 %, insbesondere wenigstens 75 % der AuBenabmessungen (R) der Er-
hebung (3) betragt.

9. lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
von der Halterung (7) und den nadelférmigen Elementen (2) abgewandten Oberflache der
Gegenelektrode (4) im Wesentlichen symmetrisch um die Durchtrittséffnung eine Mehrzahl
von magnetischen Ablenkeinrichtungen, insbesondere Permanentmagneten (12) vorgese-
hen ist.

10. lonenquelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Orientierung der mag-
netischen Ablenkeinrichtungen, insbesondere Permanentmagnete (12), im Bereich der
Durchtrittséffnung (5) der Gegenelektrode (4) zur Ausbildung von Bereichen mit wenigs-
tens teilweise in sich geschlossenen Magnetfeldlinien (13) gewahlt ist.
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11. lonenquelle nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die an
die Halterung (7) und die Elemente (2) sowie die Erhebung (3) angelegte Spannung in an
sich bekannter Weise wenigstens 20 kV, insbesondere 100 kV betrégt.

12. Verwendung einer lonenquelle nach einem der Anspriche 1 bis 11 als Antrieb fir eine
Raumsonde, einen Satelliten oder dgl.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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Fig. 1
Stand der Technik
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